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Отчет по теме
“Исследование анизотропии физико-механических свойств ортотропных поли­
мерных материалов методами электроемкостного неразрушающего контроля".

ГБ№ 301/01

Большинство композиционных полимерных материалов, применяемых в 
народном хозяйстве, относится к ортотропным средам и обладает ортогональ­
ной анизотропией. Их диэлектрические свойства описывают тензорами второго 
ранга[1].
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Константы тензора диэлектрической проницаемости 8у являются характе­
ристиками материала, несут сведения о его составе, структуре, влажности, т.е. 
входят в комплекс исходной информации для диагностики качества компози­
ционных материалов, прогнозирования их деформационных и прочностных
свойств.

Для неразрушающего контроля диэлектрических свойств ортотропных 
плоских полимерных материалов были разработаны ленточные измерительные 
конденсаторы накладного и проходного типов. Секции многосекционных сис­
тем чередующихся электродов изображены на (рис.1).
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Рис. 1. Секции ленточных электродов, заполненных контролируемым материалом.
а) схема ленточных зеркально-ссимметричных электродов;
б) схема ленточных электродов экранированных экраном;
в) схема ленточных электродов, проходного типа.

1 и 2 -  потенциальные электроды; 3 - контролируемый материал; 4 -  заземленный экран.

Данные системы электродов создают плоскопараллельные поля в плоско­
сти XOY контролируемого материала и позволяют исследовать анизотропию 
диэлектрических свойств за счет поворота электродов относительно оси ОZ 
[2]. Значения констант тензора диэлектрической проницаемости 8у определя­
ются отношением рабочих емкостей заполненных и незаполненных преобразо­
вателей. Разработка конструкций преобразователей, создание эффективных ме­
тодик неразрушающего контроля анизотропии диэлектрических свойств потре­
бовали построения математических моделей емкостных преобразователей, за­
полненных ортототропным материалом, а также экспериментальной проверки 
полученных результатов.



в предыдущих случаях — = 3. Из графиков видно, что методическая погреш-
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ность в определении диаграмм 
анизотропии диэлектрической 
проницаемости в этом случае 
такая же как и в первом случае 
рис. 4. В пользу данной схемы 
говорит и тот факт, что чувст­
вительность данной схемы к 
воздушному зазору значи­
тельно меньше, т.к. данная 
система относится к проход­
ным преобразователям.

Разработанные схемы, 
были использованы при ис­

следовании анизотропии ди­
электрических свойств линей­
но-протяженных полимерных 
материалов легкой промыш­
ленности (барекс, винилизко- 
жа, корд). Диаграммы анизо­

тропии диэлектрических свойств барекс, винилизкожа, представлены на рис.З. 
Разрабатываемые схемы будут использованы при определении взаимосвязи фи­
зических и механических свойств ортотропных полимерных материалов.

Материалы, изложенные в отчете, оформлены в виде статей и заявки на па­
тент.

Рис.6 Графики зависимости методической по­
грешностей определения анизотропии диэлектри­
ческих свойств от угла а  для материалов: 1 - ба­
рекс; 2 - винилизкожа.
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